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【年通号数】公開・登録公報2013-061
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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年2月17日(2016.2.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部から入力されたデータを複数の記憶デバイスのいずれかに記憶させる機能を有する
アレイコントローラであって、
　前記複数の記憶デバイスのうち、いずれかに前記データを記憶させるかを指定する機能
を有するプロセッサと、
　前記データを記憶し、前記データを前記複数の記憶デバイスのいずれかに出力する機能
を有するキャッシュメモリと、を有し、
　前記キャッシュメモリは、チャネル形成領域に酸化物半導体を含むトランジスタを有す
ることを特徴とするアレイコントローラ。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記トランジスタのチャネル幅１μｍあたりのオフ電流は、温度が２５℃において１０
０ｚＡ／μｍ以下であることを特徴とするアレイコントローラ。
【請求項３】
　請求項１または請求項２において、
　前記記憶デバイスは、ハードディスクであることを特徴とするアレイコントローラ。
【請求項４】
　複数の記憶デバイスと、
　外部から入力されたデータを前記複数の記憶デバイスのいずれかに記憶させる機能を有
するアレイコントローラと、を有し、
　前記アレイコントローラは、前記複数の記憶デバイスのうち、いずれかに前記データを
記憶させるかを指定する機能を有するプロセッサと、前記データを記憶し、前記データを
前記複数の記憶デバイスのいずれかに出力する機能を有するキャッシュメモリと、を有し
、
　前記キャッシュメモリは、チャネル形成領域に酸化物半導体を含むトランジスタを有す
ることを特徴とするストレージシステム。
【請求項５】
　複数の記憶デバイスと、
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　外部から入力されたデータを前記複数の記憶デバイスのいずれかに記憶させる機能を有
するアレイコントローラと、
　前記データを記憶し、前記データを前記複数の記憶デバイスのいずれかに出力する機能
を有するキャッシュメモリと、を有し、
　前記アレイコントローラは、前記複数の記憶デバイスのうち、いずれかに前記データを
記憶させるかを指定する機能を有するプロセッサを有し、
　前記キャッシュメモリは、チャネル形成領域に酸化物半導体を含むトランジスタを有す
ることを特徴とするストレージシステム。
【請求項６】
　請求項４または請求項５において、
　前記トランジスタのチャネル幅１μｍあたりのオフ電流は、温度が２５℃において１０
０ｚＡ／μｍ以下であることを特徴とするストレージシステム。
【請求項７】
　請求項４乃至６のいずれか一において、
　前記記憶デバイスは、ハードディスクであることを特徴とするストレージシステム。
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